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厚さが 3 µm 以上のフォトレジストへのサブミクロンパタ

ーニングの可否を検証した。基板に 3 インチ Si ウェハ、レ

ジスト露光装置にステッパーを用い、上記構造体の仕上

がり状態を確認した。フォトマスクは産総研NPFで所有の

テストマスクを、リソ条件は産総研 NPF の推奨条件を、そ

れぞれ使用した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スピンコーター、ホットプレート、i 線露光装置、現像装

置 
 

【実験方法】 
3µm 厚のポジレジスト（住友化学 PFI-89B4）をスピン

コートで基板に塗布し、露光量と現像時間を振ってレジス

トパターンを形成した。現像液は東京応化 NMD-3 

（TMAH2.38 %）を用いた。得られた構造体を SEM で観

察し、その状態を確認するとともに、限界最小寸法を検証

した。  
 

上記の設備および処理条件を用い、高さ 3 µm、アスペ

クト比>1 の矩形レジスト構造体が形成可能であることを確

認した。ラインパターンにおいては、サブミクロン幅の壁状

構造体が基板に自立可能であることが確認できた。一方、

ピラーパターンにおいては、自立可能な最小寸法は2～3 
µm□までであり、1 µm 以下の構造形成が困難であること

が確認できた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig.1 SEM image of a 0.8 µm line pattern. 

 

 
Fig.2 SEM image of a 3 µm pillar pattern. 


